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１．はじめに 

通常の MOSFET はサブスレッショルド係

数(S 値)の理論下限が 60[mV/dec]となる。こ

れを下回るデバイスとして Tunnel-FET など

が検討されているが、SOIMOSFET でも S 値

が理論下限を下回ることが知られている。 

我々はこれまでに、Floating body（以下

「FB」）と Body tied（以下「BT」）構造を持

つ SOIMOSFET において、S 値が 1[mV/dec]

となることを確認した[1]。本研究では、その

メカニズムを解析するため、高速 IV とパル

ス測定を用い、ヒステリシス特性の測定を行

った。 

２．実験方法 

0.15μm テクノロジー、SOI FB 構造および

SOI BT 構造のデバイスを使用した。測定は、 

半 導体パラ メータア ナライザ (B1500A  

Agilent 社)を使用した。高速 IV 測定波形（図

1(a)）およびパルス測定波形（図 2(a)）をゲ

ートに印加した。Sweep Width および Pulse 

Width を 10ms、100μs、1μs と変化させ測定

を行った。なお、パルス測定ではパルスのデ

ューティ比は 50％とした。 

３．結果および考察 

 高速IV測定結果を図1(b)、(c)に、パルス測定の結果

を図2(b)、(c)に示す。高速IV測定ではSweep Widthを

長くすることでヒステリシスの窓が狭まることが分か

る。これはBody内部に蓄積する過剰なキャリアの応答

速度に起因すると考えられる。また、パルス測定では、

Pulse Width によらずヒステリシスの窓が消失するのが

わかる。これは、内部に蓄積する過剰なキャリアが少な

くともGateが1μsオフすることで、消失するためと考

えられる。 

[1] T. Mori and J.Ida, IEEE S3S Conf. 2013,  6a.5 1-2pp 

図2(c) BT パルス測定
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図1(a) 高速IV測定波形

図2(a) パルス測定波形

Solid line：forward scan Dotted line：backward scan

図1(b) FB 高速IV測定 図1(c) BT 高速IV測定

図2(b) FB パルス測定
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